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64k x1 dynamischer RAM U 2164D

VorlSulfiges Datenblatt !

Oer integrierte Schaltkreis U 2164 0 ist ein dynamischer RAM in n-Kenal-5ilicon-Gate-Technologie
mit wahlfreiem JZugriff und einer Speicherkepezitit won 65 536 bit in einer Organisation wan
4 Kk x 1.

Durch das Multiplexen der Adre@signale ist der Einsatz des platzsparenden lépoligen Dual-in=line-
Gehduses miglich. Der Schaltkreis ist fiir den Aufbau von RAM-BlHcken verschiedensr EQOVA-Systeme,
Mikrorechner und Automatisierungseincichtungen bestismt.
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Bild 1: AnschluBbelegung wnd Schaltungskurzzelahen
Bezelchnung der Anschlisse:
1 [ nicht angeschlassen g A7 Adressenelingang
2 (15§ Dateneingang 10 A S Adresseneingang
3 WE schreibsignal 11 A4 Adtesseneingang
4 L Elngang des Signals 12 A3 Adresseneingang
der fellenauswahl
15 & 6 Adressenelngang
5 A Adresseneingang
< R 14 i Detenausgang
¥ 15 (o 1:4 Eingang des Signals
? Al Adresseneingang zur Spaltensuswahl
] Uer Betriebsspannung +5 ¥ 16 u Bezugspotential
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Bild Z: Gehduseabmessungen

Kurzbeschrei bung

dynamischar RAM in der Organisation von &5 536 x 1 bit
RES-Zugriffszeit/Iykluszeit: 200 ns/330 ns (U 2164 D 20)
250 ns/460 ns (U 2164 D 25)
Betriebsspannung: +# ¥ =« 10%
geringe Stromaufnahme: 5% mA (Betriebsatrom)
5 mh (Ruhestrom)

——
- getrennter Datenein- und -ausgang
- tristate-Ausgangsstufen, Datenausgang durch TAS-Signal steuerbar
- Eingangsspannung darf kurzzeitig Uy = -2 V betragen
- Ein- und Ausginge TTL-kompatibel
- Betrishsarten: READ
WRITE
READ-MODIFY-WRITE
FAGE-MODE
BAS-ONLY-REFRESH
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Bild 3: Bloockachaltbild



Funktionsweise

Adressierung
Die 16 Adressen, die zur Auswshl einer der £5 53& Speicherzellen erforderlich sind, werden zeit-
multiplex iiber die B Adresseneinglnge A D0 ... A 7 in die internen Adressenspeicher Ubernommen,

Das wird durch die zeitliche Folge zweler abfallender Flenken von Taktimpulsen mit TTL-Pegeln er-
relecht.

Oer erste Taktimpuls, Row-Adress-Strobe (FAS), Ubernimet die Reihenadressen in den Chip. Der
zweite Taktimpuls, Column-Adress-Strobe (CAS), Ubernimmt danmach die B Spaltenadressen in den Chip.
Jedes dieser Signale WAS und TAS lHst eine Folge vonm intern erzeugten Taktimpulsen aus.

Oie beiden Taktketten sind logisch in der Weise pegeneinander verriegelt, dal die zeltmultiplexe
Adresseniibernahme suferhalb des kritischen Ieitweges fir den Datenzupriff beim Lesen liegt. Die
apiteren Ereignisse in der TAS-gesteusrten Taktkette sind pesperrt, bis ein Signal (GATED TAS)
entsteht, das von der WAS-Taktkette abgeleitet ist. Dieses GATED TAS erlaubt, dad der TAS-Takt
extern dann schon aktiviert werden darf, wenn die Zeilenadressenhal tezeit {TELIMJ vergangen ist
und die Adresseninformation von feile zu Spalte gewechselt hat.

Detenein- und -susgang

Die Daten, die in eine ausgewdhlte Zelle einpeschrieben werden sollen, werden bei einer Kombina-
tion der WE- und TAS-Signale in ein Dateneingangsregister idbernommen, wenn WAS aktiv 1st. Das
letzte der beiden Signale (WE, TAS) veranlaBt mit selner abfallenden Flanke die Ubernahme der
Dateninformation (DI} in das Dateneingangsregister; dadurch gibt es verschiedena MbEglichkeiten
der Schreibzyklussteuarung.

Bel einem Schreibzyklus, bei dem WE vor TAS aktiv (Low) wird, wird OI durch TAS Ubernommen. Die
Dateneingangsvorhal tezeit (TIHCL} und -haltezelt ('ELIK) sind dann auf TAS zu beziehen.

Wenn die Einpangsdaten beim CAS-Ubergang noch nicht verfigbar sind oder wenn e&ln READ-WRITE-
Iyklus gewilnscht wird, mull das WE-Signal verztpert werden bis der TAS-lUberpang ecfolgte.

In diesem DELAYED-WRITE-Iyklus sind die o. g. Zeiten tTIvHL bzw. } auf WE zu bezishen (sh.
Bild 4 wund 7).
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Datenausgangssteuerung

Der normale Zustand des Datenausganges (00) ist der hochohmige Zustand. Immer wenn TAS inaktiv
(High) ist, ist 00 im nhochohmigen Zustand. Der einzipe Zelitpunkt, in dem der Ausgang eingeschal-
tet ist und die logische 0 oder 1 emthilt, ist nach der Zugriffszeit bel eines Lesezyklus. 00 ist
dann glltig, bis TAS zurilick in den inaktiven (High-) Zustand geht.

Wenn der Speicherzyklus ain READ=-, READ-MODIFY-WRITE- oder ein OELAYED-WRITE-Iyklus ist, dann
geht 00 vom hochohmigen in den sktiven Zustand Uber. Nech der Zugriffszeit steht der Imhalt der
ausgewiihlten Zelle (nicht invertiert zum ehemaligen DI-Signal) zur Verfigung. Der Ausgang bleibt
aktiv, bis TAS inaktiv (HWigh) wird, unabh@ngig davon, ob WAS insktiv wird oder nicht.

Wenn der Speicherryklus ein WRITE-Zyklus ist (WE sktiv, bevar TES asktiv wird), dann behilt der
Datenausgang D0 seinen hochohmigen Zustand wihrend des gesumten Tyklusses. Diese Konfiguration
erlaubt dem Anwender volle Steusrmiglichkeit wvon DO allein durch die Zeitsteuverung von WE,
Dadurch, dal der Ausgang die Deten speichert, bleiben die Daten won der Iugriffszeit an bls zum
Baginn eines folgenden Zyklusses ohne Nachteil fir die Zugriffszeit (Ausdehnungl giiltig.

PAGE-MODE

Die PAGE-MODE-Zyklen erlauben bei aufeipsnderfolgende Speicheroperstionen fir verschiedene Spal-
tenadressen bei der gleichen Zeilensdresse erhiéhte Geschwindigkelt ohne Anwachsen der Verlust-
leistung. Das wird durch eine eingespeicherte Zeilenadresse und FAS = sktiv (Low) wihrend aller
folgenden Speicherzyklen, die sich auf die gleiche Zeilenadresse beziehen, erreicht. Dieser PAGE-
MODE-Zyklus spart die Verlustleistung ein, die mit dem FiS=lbergang verbunden ist, Die Zelit filr
die Ubarnahme weiterer Zeilenadressen wird dann eingespart. Deshalb sind Zugriffs- wund Zykluszeit
um diesen Betrag kleiner.



Auf frischen

Das Auffrischen der Daten in der Spaichermatrix mit dynamischen Zellen wird ausgeflnhrt, indem ein
Speicherzyklus fiir jede der 128 (A O ...

fdhrt wicd.

A &) Ileilenadressen in dem Zeitintervall von 2 ms ausge-

Weben den normalen Speicherzyklen ist dies auch mittels WAS-ONLY-REFRESH-Zyklen vortelilhaft még-
lich. Damit ergibt sich eine erheblich niedrigere Verlustleistung.

Einschalten der Hetriebaspannungen

Splange eine beliebige Eingangsspannung nicht negativer als

Relhenfolge der Signale vorgeschrisben.
Eingangsanschlissen erst 1 ms nach dem Anlegen der Betriebsspannung auftreten.
Wenn im Fehlerfall die Versorgungsspannung die angegebene Grenze (berschreitet, sind zur Vermei-
dung von Ausf8llen die Signale FAS und TAS in den inaktiven Zustand zu steuern.
Wachdem die Betriebsspannungen anliepen, benitigt der Speicher mindestens B REFRESH=-Zyklen, um
seinen normalen Betrieb zu pewdhrleisten.

Grenzwerte {Uo. = 0 Vi

0,3V

fat,

wird keine bestimmte
Einpangsspannungen negativer als -0,3 ¥V dircfen an den

Kennwert Kurzzeichen U 2154 0 20/U 2164 O 25 Einhait
min. ma
-

Spanmung an allen Eingangen LII =2,0 1,0 V
Ausgangsspannung Uy -2,0 7,0 v
Betrisbsspanmung g -0,5 7,0

Betrisbstemperatur 14 0 70 c
Lagerungstemperatur 35*4; 65 150 '
Verlustleistung l'.Ilr 1 W
Betriebsbedingungen (Die Zeitmessung erfolgt mit ty = 5 ns.)

Kenrmwert Kurz- U 2164 0 20 U 2164 D 25 Ein- Bedin-

zeiohen min. ma . min. max ., heit gungen

Betriebsspannung Upp 4.5 E.5 8,75 5,25 L
Elngangsspannung High HIH 2.4 5,5 Z,4 5.9 v
Eingangsspannung Low Up -2,0 0,8 -2,0 0,8 L 1)
Ubergangszeit (Anstieg/Abfall) ty 3 &0 3 50 na )
FiS-Varladazeit Tm 120 200 s 3
FAS-Haltezeit TeLrn 110 150 ns
CA5-Haltezeit L 200 250 ]
FAS-TAS-verzigerungszeit Tan 45 %0 75 100 s
TAS-Vorladezelt oo 45 50 ns
TAS-RRS-vVorladezeit | TI}HL -0 =20 ns
Zeilenadressenvorhal tezedt | TavaL o 1] na
Zeilenadressenhaltezeit :”R!.I:l{ 30 45 ns

Spal tenadressenvorhal tezeit 'E\I'{:L 1] ] ns

Spal tenadressenhal tezeit ‘ELEK 45 &0 ns
sﬂlltm!‘ﬂﬁﬂmﬂllmit wiary oo an TM 135 160 ns
Refresh-Periodas "HEF f 7 2 ms




Kenmwert Kupz- U 2158 O 20 U 2164 D 25 Ein- Badin-
zeichen min. M. min, . nedt mmgen
TE=Fyklus
Iyklusrait THILHL 330 440 s
FRE-Impulshreite L 200 10000 250 10000 ns
TAS-Impul shreite oLy 1o 10000 150 10000 s
Lesskommandovorhal tezeit THHJ_ 1] 0 el
Lesekommandohal tezeit ﬁIlL o i ns
WE-Vorhal tezeit Tao 0 o ns 4)
WE-Haltereit TI:LHH 40 50 ns
WE-Haltezeit von FAS an Tetim 130 150 nes
WE-Impulsbreite THJH 45 50 ns
WE-RAS-vorhal tezeit L. 55 &0 ns
WE-TAS-Vorhaltezeit TI,E:H 55 &0 ]
Dateneingangsvorhal tezeit TrveLs 0 0 s 5}
T
Dateneingangshal tezel t TI:I_II 45 &0 ns 5)
TwL1x
Dateneingangshaltezeit von TAS an TeLTx 135 160 na
READ-MODTFY-WRITE-Zyklus
RW-Zykluszait bel AMW ‘H:LHL 375 495 ns
FAS-Impulshreite bel AMW TRURH 230 10000 285 10000 ns
EAE-Impulshreite bei MM IELEH 140 10000 185 L0000 s
FAE-WE-Verziigacungszeit Taiw 175 20 ns 4)
CAS-WE-Verzbgerungszeit oL 85 120 na 4)
PAGE -MO0E -Zyk lus
RW-Tykluszeit im PGM TELI]. 200 280 ng
FMW-Tykiuszeit im PGM TRLIH-E 230 325 ns
-
TAS-Vorladezeit im POM TELI'H BO 120 s
FAE-Impulsbreite im PGM TL‘.]-H_ 200 lioooon B hil] 10000 ns
EAS-1spulshreite im PGM ‘rm 110 10000 150 10000 ng
Lesekomsandohal tozeit im PGM TDLCL 1] o ns

Badiniungen

1)
2)

1)

&1

5)

£)

7
B)
b}

Die Eingangaspannung Low darf nicht lénger als 40 ns nagativer als -0,3 V =sein.

uIHnin umid UILNI! sind Bezugspunkte fidr die Zeitmessung der Eingsngssignale, Ubsrpangszeiten
werden zwischen HIH und uIL gEmESSEn.

Betrieb innerhalb TRLEL sichert, dal 'HLﬁ# max. eingehalten wird rrRLELmax ist nur als
Bezugspunkt angegeben.). Wenn Torcl * TRiCLmayr 9800 wird die fugriffszeit 'HLUU verlangert.
TIL?L' THLHL und TELIL sind kelne einschrinkenden Betiriebsparameter. Wenn THLEL = THLELmin*
ist der Zyklus ein EARLY-WRITE-Zyklus und der Datenausgeang bleibt wihrend des gesamten CES-
Iyklusses hochohmig. Wenn Teewe = Teowimin UMY Toiwe = THLHLmiH' ist der Zyklus ein READ-
WRITE-Zyklus und der Datenauspang glbt die Information der gelesenen felle sb. Wenn keine
dieser Bedingungen erfillt ist, ist der Justand des Datensusganges zur fugriffszeit unbestimmt.
Diese Parameter beziehen sich suf TAS in EARLY-WRITE- und auf WE in DELAYED-WRITE- bzw. READ-
MODIFY-WRITE-Zyklan,

ODer Ausgang ist abgeschaltet (hochohmig), WAS und THES sind High ({loglsah 1).

Annahme, dal TRLEL ¥ THLELmn

gemessen mit 2 ITTL-Lasten, 100 pF

T[:Hl:l:ﬁn-.a: definiert die Felt, zu weleher der Datemausgang hochohmig wird, diese Zeit ist nicht
gu! esinen Pegel bezogen.



Statische Kennwerte

Kenmnwert Kurz- U 2154 D 20 U 2lga 0O 25 Ein-| Bedingung
2nichen min, T mir. maEx , ft
Betriebsatrom (mittlerer Wert | I 55 35 md | ¥ =]
bei RRG-CAS. Zyklen) o3 Lo
a
Ruhestron Toms 5 3 ma | TS = Uy,
00 = High Z
Refreshstrom (mittlerer Wert) Loos 40 ] mi¢ (TG = Upy
VoL AL = TRLRLmin|
3‘_ =25 °C
::EE—M]I—Eth I[Hlt ap &0 mA e = uIL
ttlerer Wert
Inolocimin
=B C
Ei leckstrom I =10 10 -10 10 [T = 0...55V
-:negnmrr Eingang, alls I "o '
anderen Fins: 0 V)
Ausgangsleckstrom L -10 10 -10 10 | ug0...5,5 v
(00 = High 7}
Ausgangsspannung H Upy 2.4 7.4 v quT = <4 mA
Ausgangsspannung L Up 0,4 0,4 Vo Tp=0m
Eingangskapazltat c & i o g =3
(AD .. A7, 0D 1 8
E pazitit C 8 B oF | =35°
e B W) ! '
AMusgangskapazitat c, 7 7 + 3 IS = um
Dynamische Kennwerte
Kenrmert Kurz- U 2184 D 20 2162 D 25 Ein- | Bedingung
zeichen min, max, min. max., neit
TAS-fugriffszeit TaLov 200 250 ns |7
EAS-Zugriffazelt Teov 110 150 ns |8)
fwsgangsabschal treit 'mm o 50 0 50 ns 0,5 V liber Low
0,5 ¥ unter
High 93
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Bild 4: Impulsdiagramm READ-Zyklus
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Bild 5: Impulsdiagrasm WRITE-Zyklus
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Bild 6: Impulsdiagramm PAGE-MODE-WRITE-Zyklus
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Bild 7: Impulsdiagramm READ-MODIFY-WRITE-Zyklus
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Bild 6: Impulsdiagramm FAGE-MODE-REAO-Zvklus
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Bild 9: Impulsdiasgrasm PAGE-MODE-READ-MODIFY-WRITE-Zyklus
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Bild 10: Impuladisgramm WRS-OMLY-REFRESH-Tyklus

Dieses Datenblatt gibt kelne Auskunft Ober Liefermbglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlich-
kelten zur Produktion, Die gliltige Vertragsunterlage beim Bezug der Bauelemente ist der Typ-
standard, Rechtsverbindlich ist jewelils die Auftragsbestidtigung.
Enderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklunpg vorbehalten.
Die Behandlungsvorschriften fir MOS5-Bauslemente sind wnbedingt einzehalten, da andernsfalls eine -
Reklamation nicht anerkennt werden kann.
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